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Logicデバイスを中心に半導体デバイスパターンの微細化が進んできており、ウェット洗浄後のパ

ターン閉塞リスクが高まってきている。パターン閉塞発生モデルとして、パターン間に存在する液体の表面張力

差によってパターンは変形し、互いに張り付くことで閉塞すると考えられる。これまでパターン閉塞を抑制する

ため、脱イオン水(De-Ionized Water: DIW)よりも表面張力が小さいイソプロピルアルコール(IPA)を使用し、DIWか

ら IPA に置換して乾燥(IPA 乾燥)する手法が採られてきた。しかし、更なるパターン微細化によって、IPA 乾燥で

パターン閉塞がみられるようになってきており、近年、シリル化乾燥、超臨界乾燥等の乾燥技術が開発され、表

面張力によるパターン閉塞防止手法として有力視されている[1][2]。 

我々は、新規のパターン閉塞抑制技術として、ウェハ加熱を用い、パターン表面の液層を気化させてパターン

間同士の表面張力を発生させずに乾燥させる急速乾燥技術を開発中である。本技術は、IPA等の薬液を用いない乾

燥が可能になり、低コスト、環境負荷軽減が可能となる潜在性がある。そこで今回、急速乾燥技術のパターン閉

塞抑制効果の検証評価を行ったので報告する。評価は、閉塞評価用パターンサンプルとして、アスペクト 27(Si

深さ 220nm/ Si 幅 8nm）の Si パターンウェハを製作し、乾燥性能評価は、閉塞評価用サンプルを Buffered 

HF(HF/NH4F/H2O)>DIWリンス>SC1(NH4OH/H2O2/H2O)>DIWリンス洗浄処理した後、それぞれ通常乾燥(DIWスピ

ン乾燥、IPAスピン乾燥)、DIW急速乾燥を実施し、SEM観察にてパターン閉塞率を比較することで行った。なお

パターン閉塞率は、処理パターン 2000本に対する閉塞パターン本数を計上することで実施した。結果、DIWスピ

ン乾燥は閉塞率 99%、IPAスピン乾燥は閉塞率 95%、対して DIW急速乾燥は閉塞率<0.05%であった。これにより、

通常乾燥に対して、急速乾燥技術が優れたパターン閉塞抑制技術であることが判明したため報告する。 
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